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Inventia se referd la tehnologia semiconduc-
torilor, in special la procedeele de pasivare a
defectelor structurale ale straturilor semiconduc-
toare, s$i poate fi utilizatd pentru optimizarea
tehnologiilor de confectionare a fotoreceptoarelor
cu structura de tip Schottky sau MOS.

Esenta inventiei constd in izolarea electrica a
defectelor prin oxidarea electrochimicd a suprafetei
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stratului de tip “i” la tensiune inaltd, apoi stratul
format de oxid anodic se inliturd chimic de pe
suprafata fara defect a cristalului.
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Descriere: 3

Inventia se referd la tehnologia semiconductorilor, in special la procedecle de pasivare a
defectelor structurale ale straturilor semiconductoare, si poate fi utilizatd pentru optimizarea
tehnologiilor de confectionare a fotoreceptoarelor cu structurd de tip Schottky sau MOS.

Se stie cd prezenta defectelor structurale in cristalele semiconductoare diminueazi parametrii
fotoreceptoarelor confectionate. Sunt cunoscute procedee de pasivare a defectelor ce contacteaza
suprafata de lucru a semiconductorului, cum sunt pasivarea suprafetei cu atomi de azot [1,2].

Dezavantajul acestor metode constd in faptul ci ele sunt eficiente pentru micsorarea densitatii
starilor superficiale ale semiconductorului §i nu permit izolarea electrica a defectelor superficiale.
Plus la aceasta, aceste procedee nu pot fi utilizate la etapa formirii barierelor de potential
superficiale, cum sunt structurile MOS sau Schottky.

Problema pe care o rezolvd inventia este excluderea influentei defectelor structurale, ce
contacteazd cu suprafata semiconductorului, formand canale de scurgere a curentului, asupra
parametrilor fotoreceptoarelor cu structurd MOS sau Schottky.

Problema conform inventiei se rezolvd prin aceea cd procedeul de pasivare a defectelor
structurale superficiale ale retelei cristaline include izolarea electricd a defectelor structurale pe
suprafata unui strat de tip “i”’, totodatd izolarea electricd a defectelor se efectueaza prin oxidarea
electrochimica a suprafetei stratului “i” la o tensiune nu mai micd de 130 V, apoi stratul format
de oxid anodic se inldturd chimic de pe suprafata fard defect a cristalului. Oxidarea electrochimica
a suprafetei stratului de tip “i” la tensiuni inalte si inldturarea stratului de oxid anodic de pe
suprafata cristalului fard defecte devine posibild, deoarece rezistenta electrica specifica a defectelor
structurale este mai micd decit rezistenta stratului de tip “i” perfect din punct de vedere
cristalografic. De aceea si viteza de oxidare anodica in domeniile cu defecte depdseste considerabil
viteza de oxidare a cristalului perfect. Ca rezultat, pe suprafata stratului semiconductor se obtine un
oxid planar, caracterizat prin aceea cd in regiunile cu defecte structurale grosimea stratului de oxid
anodic este mai mare decat grosimea oxidului in regiunile superficiale perfecte ale cristalului.
Diferenta de grosime a oxidului permite inlaturarea lui de pe suprafata stratului semiconductor *“i”
numai in regiunile fard defecte, astfel incat regiunile superficiale cu defecte structurale isi pastreaza
stratul de oxid anodic. In asa mod ele se izoleazd electric de suprafata cristalului si nu pot influenta
asupra curentilor de intuneric ai fotoreceptoarelor cu structurd Schottky sau MOS.

Rezultatul inventiei consta in pasivarea defectelor structurale cu un strat de oxid anodic.

Inventia se explicd prin desenele din fig. 1, ce reprezintd consecutivitatea procesului de pasivare a
defectelor structurale, unde

a) substratul semiconductor 1, pe suprafata cdruia este crescut un strat epitaxial de tip “i” 2, ce
poate sa contind defecte structurale 3;

b) formarea stratului de oxid anodic planar 4 oxidarea electrochimica la tensiuni inalte;

¢) inlaturarea stratului de oxid de pe suprafata perfecta, fara defecte, a cristalului cu pastrarea
oxidului in regiunile cu defecte 5;

d) formarea structurii de tip Schottky prin depunerea unui strat de metal 6.

in continuare se redd un exemplu de realizare a inventiei. Pe un substrat semiconductor n-GaAs
prin metoda epitaxiei din fazd lichidd se creste un strat epitaxial de tip “i”. Suprafata structurii
epitaxiale nGaAs-iGaAs este expusi oxidarii electrochimice la tensiuni U > 130 V intr-un electrolit,
ce contine (NH4)3CsHsO7. Ca rezultat pe suprafata lipsitd de defecte a stratului iGaAs se formeaza un
strat de oxid anodic cu o grosime de 30+50 nm, in timp ce defectele structurale adanci cu rezistentd
specificd mai micd decit cea a stratului iGaAs sunt oxidate la o adancime mai mare cca 100+300 nm.
in continuare stratul de oxid anodic, este inliturat intr-un decapant cu vitezd micd de dizolvare, de
exemplu in HyO+H3PO4 (1:1). Mai apoi, pe suprafata structurii epitaxiale, prin metoda evaporirii
termice in vid, se depune o peliculd de Au cu o grosime de 30 nm, care formeaza bariera de potential
de tip Schottky.

S-a constatat ¢d procedeul permite micgorarea radicald (cu ~ 2 ordine de marime) a curentilor de
intuneric in structurile Schottky si micsorarea de 5-6 ori a curentilor de intuneric in structurile MOS.
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(57) Revendicare:

Procedeu de pasivare a defectelor structurale superficiale ale retelei cristaline ce include
izolarea electricd a defectelor structurale pe suprafata unui strat de tip “i”, caracterizat prin aceea
cd izolarea electricd a defectelor se efectueaza prin oxidarea electrochimicd a suprafetei stratului
“i” la o tensiune nu mai micd de 130 V, apoi stratul format de oxid anodic se inlaturd chimic de

pe suprafata fird defect a cristalului.
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1 - substrat semiconductor; 2 - strat semiconductor de tip “i”’; 3 - defect structural;
4 - oxid anodic; 5 - defect structural pasivat; 6 - strat de metal.

Fig. 1
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